2. Поверхность, пленки, слои 
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Твёрдые растворы InAsхSb1-х привлекают внимание из-за возможности создания на их основе оптоэлектронных приборов ИК диапазона, чувствительных в плоть до длин волн порядка 12,4 мкм. Высокая подвижность электронов в данном материале, позволяет использовать его для создания HEMT структур. Однако существуют ряд трудностей связанных с получением высококачественных эпитаксиальных слоёв InAsхSb1-х. Одной из них является отсутствие подложечного материала для всего спектра составов InAsхSb1-х [1]. 
Другой проблемой является формирование слоёв с заданным составом в подрешетке V группы. Состав твердого раствора зависит как от величин потоков молекул сурьмы и мышьяка, так и от коэффициентов их встраивания SSb и SAs. Коэффициенты встраивания являются функциями температуры подложки (Ts), величины и соотношения молекулярных потоков элементов III и V групп, молекулярной формы элементов пятой группы в потоке [2].

Целью нашей работы было экспериментальное исследование влияния молекулярной формы мышьяка на состав и кристаллическое совершенство плёнок твёрдых растворов InAsхSb1-х, выращенных на подложках GaAs (001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

Была выращена серия образцов при разных значениях Ts. Каждый образец состоял из двух слоёв. Первый слой выращивался с использованием потока молекул As2. После чего рост останавливался и температура зоны крекинга источника мышьяка снижалась с 950 °С до 400 °С для генерации потока молекул As4. Затем, выращивался второй слой твёрдого раствора с использованием потока молекул As4, эквивалентным в атомарном выражении потоку As2.

Выращенные образцы были исследованы методами рентгеновской дифрактометрии и ПЭМ. Определены SAs4 и SAs2 при разных Ts. Найдено, что SAs4, в отличии от SAs2, имеет менее выраженную зависимость от температуры роста, что связанно с различием в механизмах взаимодействия молекул As4 и As2 с поверхностью роста при МЛЭ [3]. Обнаружено, что при низких Ts на границе раздела плёнок InAsхSb1-х со ступенчатым изменением состава, формируется переходной слой, способствующий снижению плотности прорастающих дислокаций.
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